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layer sequentially, then per forming a second PEP 
to remove portions of the doped n f layer, the 
a,., jrphous silicon layer, and the macrocrystalline 
silicon layer, forming a second metal layer, 
performing a third PEP to form a source and a 
drain on the substrate, to remove portions of the 
doped n + layer to expose the aiorphous silicon 
layer, and finally forming a passivation layer on 
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W % fi • £ tt % 

T > * -fa ir it € J r- 

m m & ^ ># t > * 

(voltage stress)' 
H ^ *§ £ it & & 



J» « ft It «. # ^ >£: t ' t£ # ft 

-7- #r j& ■ » a *t t ^ & U # a B a ^ 
( mob i 1 i t y ) » *b 4L *h » J-X # B a B ^ 
4l Rfl i^lfe 1 (threshold 
Hh m. & (shift)' ® it R 
4- Ji & m € a a B It ffl Jit & 



a 

BB 



m % % %L iH ' , • # -fin * # ft 

p£ #. >. ft m 7* ' £' 4 a * n 

m t & it & -k b$- h # # ^ /X 

^ ®; ^ ft % H ' it ffii ^ ^ it 

# 4& it Jl M t ft. ft-'* -t: - f i7 

# siL it M m % bb At ^ ^& ^ € a 

*fc ^ fj- fcb 5& # # pjj . Jl 



^ « #J OLED^ it ^ A > it 48. a bb '$ Jft 



a 

BB 



(low temperature poly silicon thin film 
transistor' LTPS TFT^W-H ^ ' * & # \fc M % a a a It W 

t s m' ^ ^ jbj jta ' fl&-a. a ltps tft^ m. m h n 

& it 1 * ^ * ; it ■« # 4a '-*t ^ * # ' & & % "¥k % 
& m tt> n 4l $SL 'i t • a 0 |. - 4& jfi ^ ^ A ^ # b b b 






^ 12 K 



3. » &WiSLW C7) 

*^>% (hydrogenated amorphous silicon layer, a -Si" 
layer )t ft £ J. £ H m ft £ ffl ft ^ € ^ $1 JBt « A 

# ^ 1*3 

a it^f a sd^^^^-ft* ft -ft & ft * is ^ 
lit laii^l^^ & » a a?r& _t ® w ft t js la, 

ft fa ft & £. * # ffl ft > •. 

/ ft & & %t W ' - ft # ft ft it ft P lit bb It #J 

U ft & & & • ft#-&ft'» ^ ft * '-ft -t. it ft - % - & 
M % > & £ M n % - <k % % & ft - % - ^ Jt # ^ 

(photo-etching-process » PEP)' *X ft ft ^ © /fc 

ft 1 1 1 a a a m. . wi ■« ' mtktei&ffl&&&&&^fflm 
m. ^ % ' # ^ ft m ft. *& ft.ft; & — ft'ft.^'' 

(microcrystal 1 ine silicon)^ * . ft $ ft ft- & Jg? .ft Jl 
4fc m & - # a B 9 ^ ft £ - ft ft &Ji (n + layer) v ft ft 

it - # ".-=- * Sfc'ft #] & v * Rfe- ^P 4l ft ft ft f - '■' 
It ft > ft # Ba ft W A ft ft & & ft v ft ft # ^ ft * ft _L 

ft * ft * © ^ n % m t s n — ft ft ft — ». ft » ji is] 

^- fife- *p ^ ft # ft ^ £ & ft • J* ft Jf A ft # a B a ft . ' 
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i * &WiSLW (8) 

& Ifr & & % J& % a a B tt^jR^^r*^affi^L^|t 

U^tt ' II f a B a ft ^ f^i ^ i& f 1 H ^ ^ t f ' 

i ^ t # ^ v 
* * * ^ 

tfr #-'B3 @ J= M X ' ffl J= JL :H ^ 4, * ^ /£ - # 

% & up* ^ n ^ - I I t fi & ^ * a ° *» ffl .= m 

' -M- -it ^ 4 0_L v*. H - £ - 4 ># » JL # t£ ^ J| >i 

it - 9 - & lr 4k M U a • ; " « tfr & 40^ © ^ /fc tt' S| ; 
JK t a B a It 4l - W 42 ° & t ' * M 40# & - t ^ I - 

iti • ffn & 42^ # m- & & # ^ 

(W) v £S ( A 1 ) - (Cr ) - ^ (Cu) > £a (MoM _L i£ %~ 4 ^ 

• - - " . « ■ 

■ * ^ W * - 4 2-L — '* -fb ^ '(si 1 i con oxide' 

SiO x « *° Si0 2 ) * ft 4b ^ (silicon nitride' SiN y )^,ft- 
ft 'b ^ (oxyni tr ide • SiON)#r 4ft * ^ ffi ^ « *jt ># 44 »■ & 
ft" # ^ W * * M 44i # ^ /fc - . «t B a a ^ ^46^ - # B B a 
^ ^ 481-X - # ft 4- *£- It ># ( n + layer) 50° & + W & & 
m. % 4 4* taV^I 4 65. # H B a *>? M 4 8#. £ '*»] ffl HQ — ^ & if 




■ 



3L>#88UtB£ C9) 

# *4 > ffl eg «r ^ . ifctf— *5£***I3R^ ' 

* I^T ^ fa # # -f ?f It y# 5 0' # B a a ^I 48Atla^| 

4 6° 181 A «Mt *L 4 Oi. ^ & - Hft <B <fi (indium tin 
oxide' ITO)# 52' j£ fil ifc S: I* *]. & • 

&L & -Sp & 4b .IB m % 5 2 • *o ffl i #t ^ ' # £ # ^ £ 

4 0_t ^ - & ^ ^ l£ * IS - #1 » " 18 * _t it >§ 4L ^ 

£ /tf 4ft j& *V 4 ' & ft it ft - # E3 & 5> li '«| U m ' 

&' t ^ — ' ^ ^ 5 4^- — JR. & 5 6 ' Jfc. IS] Qg. & £ # S ^ ,§ 

48 o ^ .ft. > io ffl ^ m ' ^ & . 4 0_t ^ A - * H 4b £L 
H 4b ^| ^ ^ ft ti y# 5 8 ' jt i& ft ,'- * 5- * £fc £"] -It 

> * "Bftt- -Sfs 4L ft ti >f 58 v a & /& # .ft % jt ' ft* 7F II 4L 

l£ -J| .fit f H a a IS 4^ $L # • m. ft # ^ & 4 0i ^i ^ it 4t it *° 
i^ft^fi>t(OLED layer) 6 0$';**** • "i£ - /fc % 

& & & & ^ %l #j ik 4i U m. 

it # >i * #J £ ' ^ # t »•' $H £ ^ >f 4 64^ & & 

a so- 5 oo^ & frik > ffij .a. « f: & n 5k it ^ & ft "st m M 

m*'* & % 46af . U t ^ it ^ -fb ^ H 4b 5*. if» $L m #j 

^ f f (power densi ty )t ^ *I 'J> ^ 0. 54K, 4£ /-f- ^ 
^.^^'■1*4**1^ • ifc ^. > ^ l B ^ i| 4 64i ^ 8 B B tb ^ (f > 
m A n A0%t 1& it n .% -1± m ^ ' *b T #'i ffl # iL H # 
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i * ®Wi$LW CIO) 

& to *Y "Hi & If & (FTIR)^ 2100^ ^ !& 1 900 ^ «)t # 



f c ~ I 210o/ ( I 2100+ I 190o) 



2100 



1 900 



H #J # ~ ^ *fe 

& n w * *a ^. ># 

a a a ^ ^ 4 6 • ■ it # 

Ml ># 44^ £ B 

^ it'] t M *'J Ifc 



S5 4 



ft lb 

J-X & « |£L yf 

*t 5£ ^ ft J£ '. 

it a It & -*r a 

treatment)' ^ 



ft - % & # 

w t ' >£. & 

4 4i% -fx — 3a 

tt.* * 4 .H 

># 4 6^, ^ © t 
0 a B ^ ^ 4 64L 

& M 



— 00 



a 



-4 a H 



ML Jf 44*fc « ft. 




ft it ^ © 




^ # 

^ ft 

( H 2 0 2 ) * 



jfe k M <6 ML 

*fc & #1 ft At & ' »*> i*' ^ 

ft 4b -IL (NO) - 

$k ft (0. 3 )# m 



•r & - 
ft Co,)* 



> £ & 
0 fa ' 
( N 2 0 p 

£r -t ft 

%L &] tit 
4 a 

,§ 4 4^a 

ft € H. 

ft 4b 
£> ft & 



# & > #J 4r ft 

s itt & % *n 4£ #J ffl 

lasma treatment)' 

«. > 9 *P M 4 64^ >b1^ 
^ • £- t ' t£ * © 
t'0. (oxide plasma 
B B a & fit 4 6^^® 

.a it #r 4£ ^ ^ 

IL (N 0 2 )* — ft 4b fi. 
^ ^ (TEOS)^ H 




^ ^ 4 6#. a 1^ 
4b * H 4i 



^ =l 3fc t ' .ffl & m. & M 44a A & a a a 
jft 4 * * ^ & 0 '*» ^ *'J ^ ffl € • St ' Jt £ 

^ ^ nn « m fit az-ik • ^ * 4 o 




% 16 K 



i > $-«ym^ <ii) 

(chamber) » j& ft # m & 40# 5. m - -51 A 
£ A * m & A £ • It it it .4f 4tt a B a ^ 4 4 64l st ft - j-x *b a 
*/*fJt^4i«ta^4J 4 6« 'Ttllf B B a f & £ .|± *& 

ft f » ffi, £ ^ £fc it f>] P$- . 4& ffl ft ^ %S % B. Z- M & tfj 

° 

ft %L H & % ft # & & -ft H t. # JR € a a a tt ^ *l 4* 2r 

* » ^ # W 4l # .Si # a ffi . * 46. 'A * & , k ¥} # B B B ^ J| 

(hydrogen ated amorphous si 1 icon layer, a -Si: H 
layer)|L^ • 4 St I ^ # f a ^ | < ftl £ ^ /£ — Jf" 

4ft i. *> ># > m. m m t*-4& ik *# B a B >\± > m % # 

S '*»' a *f t % # > a B ^ ,§ #f # # . M ^ «t 4&. IE * « # ft 
f-1 31 ' S xfcb £ ^ $t a a a ^ ,# < b£ >■ -5T a M m *» -h X 

*t # • ^ /& & ft ^ a B a ^ * > it ffn it P3- 4& ffl & 

^ ^ 1 1 ^. # r»v «&■ ° ia. ifc ' «r # & "it a$ & @ & $ m % 

a a a « ffl ft #L £f « « » & A 4H m &t W'.ift..-ft V it Jlfe 4L * 

^ * « i§ 4 ® a ° D t >f 4k w m > m. m a? n # 

4- ' it rfij a # a 6^ U 5t » ^ # ft £ jfc ^ a- ^ ^ 

A X. t 4: S i. - 

'« Ji m i4 ^ ^ # ^ ft-' IT ^ ' ' JL 4iL ^ # t 
>J laffl/9fk4iMl^^'fb#|^# > £ A 4 ^ # a^ ^. 

4l >® *a & m ■ •" 



no 



- h Hk&itl&rF H^&^^ 



m. 



- ff\ ^ t. -fk % ^ % Tfr ft 



& j& •-- .*f 4ft" # 

JK € a a a Jft # # * ft ffl • " 



^, ^ # m *t w 



10 
14 
18 
22 
26 
30 
40 
4 4 
48 
52 
56 
60 



# 4ft # * 

# 48 Mt '« tfr 1 a£ 

•t f 4 : 
^ - 'I I 
S 4fc 



a 

B0 



ma M 



# el 

ft ^fb 4a 

# 4ft & * * 



12 

1 6 
20 
24 

2 8 
32 
42 

4 6 
50 
54 

5 8 



?F 3j 4& 

^ # Ml' 3£ 



f: s& 



# 4ft ■# * it # 



w 4& 



& ^ £ 



# # + * 

43i 

# ti jf 



BB 




£ 18 I 



7"? » tt»**II£lll 

1 . -tt^f*i^i^iiHt B a a ff&fit^^* ' i% 



2r & & ^ 




T ?'J 




• 
• 
















• 

> 






• 














. 




- £ J| # : 












sit 


, 


% 


- ^ & 3* %k 




n m ' « ^ « ^. 










m 


^^^^^^ 


B B B It - ffl 




■ 






ft £ 






_ _ 


w *a Mt % 


■ 






• ■ 


^ *& 


ML >f 






it, — B B B 




• 

> 






^F 


w - 






— # a B a ^ ># 


■ 








BB 


* C9 ■ ■ ■ 




/& 


— #• # % 


It 


(n + layer); 








■a. 


Eg. 








Bfe- ^I 5 ^ # # 


-f tf- It ># 






aa ^ 






£L t% '$L ea 




• 


Til s# 




1- 








- — m /m /w ' 










.* ^ 








j'j mi- ^ » ^ 




^ * ^ ^ m & & 


% m t 


a 
aa 


ft ^ 








— >5. ' ii. 




v$ '-k- r& ^ 4l 


# # * * 


it 


># ' 






A. 


# BB M 


• 

> 
















it Jk ° . 







2 . ■' *» t If * *•] ft ffl. jp l^S ^ ^ /* ' *tt*fe#4*^ 

3 . *o t if # #.J -ft ffl ^ 13S 4l * » t A « * - # « 
# — ^ 4 ># # # ^ ^ * ^ (W) v & (Cr) - £S (Al ) v ^ 




IB 

4. t HI- *'J ft ffl Jj? UH >5r . £. t W & *& >f 4* 

#j ffl - t & it 3Mb # n & >*. fk (pecvd)^ m m & & • & 
& n m m m. >§ # # # e. ^ # ft ^ ^ (sio x )* & *t ^ 

(SiN y M IL ft 4b (oxyni tridc SiON)° 

5 . *> > 1t *4 ft H * 1* # * . ' & % - & 4b .ft, 
(N 2 0)« & J!t'3£ f£ ft ' fil Mtf*&**'i£4f — ^ fi & 
a ' a ft. t£ >fl & <ft ^^tH^^^tt & ^ if ^ ^> & £p 

- . 

6 . in -t tt *•] ft s % im ^ ir & * % & & % — ^ ft t & 

A at ft .• ffl 3N- t£ w ^^t^ jtft-^s4ii ' a ft 
12s ffl & m Mt !f & % 4t ^ /& ^ ft & 

^ ^ ft 

* - * 

7 . *J ft' ffl £ ^ >$r * > *ttilt 142 

ft ft & ^ * ft 4b H (NO x )> i ft 4b & (H 2 0 2 ) v ft (O a ) v * ft 
(0 3 )# Z> ft (TE0S)*"4. ft IL It ° 

8 . t tt * *j ft ® % im ^ * & - * . f - « «l "s ^ >f #. #i 

ffl - € & it & 4b ^ «L *i >£ * (PECVD)& ft flf ^ /& > 3. m 
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* 



m 

9 . -kP t tt 4 *J IE ffl £ 8^ 4l * • £ t It 4& & ^ # ^ M- ^ 
-St 5 05. 5 0 0i£ ' lit a a a ^ 4 ^ t la tb $ ( f C X& A ^ 

40%° 

10. t If # *J ft ffl $ im Z- iT & ' & t W * *6 ft ># * 
t£ ft in M * >£ # bb & % % # *l ffl ^ - % * 8Mb > 

ft (PECVD)& a it * >*, ^ "• 

1 1: '*» t * + *1 18 % jr ' t n M & i&'ft ># 

A ^ m. k% & % % m m € -ft * a ft # u a # i£ ft 

■ 

>*. ft & A • 

12. *• * f» -#-.#4 15, ffi # 1^ ^ ^ * » * t & « 4& ti * 4l 
*t *t & ^- # & 4b ^ ^ ft. 4b ^ • 

1 3 . - # # *I^Fi tint Ja ft :*L # 3" * ' tt 

# * '& ^ # T ?»J # * 

$k ' - & ; 

# it % - 4 ,# i& -ft - £ - it & % £fe M U m ' a ^ 
^ 4. fe * © ff> /& it & j» € . & if - ffl & ; 

i& m m jl % & - M a ft ># ; 

It : W *& ft. ># * ® it ft — * * 4 S "£L j& » 
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^ i£ WJ m $t & ># * © ^ j& - «t b b b # ; 
^ i£ 4ft. a a a ^ ># _l & - # # # ; • 
^«^A^>*jL^j&-##^-^«>t (n + layer) : 

it ft — £ — it it S *J |L *l » a f^- 4^ i£ # # 

-f ^- It M \t& # & % a & t& m. 8b % ; 

it 4t — # -h. * & a* & n u m. » a ^ : t* & & * ® ^ & 

it $ & t & It 4L'- ft & — ■ & ' » Ji ISJ B£ *p ^ ^ HE 

# -f 9- « >t : • i£ # & > £ ; 

» ■ ' 

t 

14. *» t if 4- #'J $& B * 13^ 4l 3r t i& 4t ft'jt'a $L 

a # & - ft ^ti (N 2 o)t m i s .- « m m m> m. % & & 

& ^ J& L t& f& £x % ^ ft & W ft & % $L & ft m # • 

15 . *» t if * |£ B # .13* 4l # v * t 1^ H & 4. $L 

^ 4& & - ^ ft t m $L 4i. • «" t£ M fe'.Jfc. Jf & t£ bq ^ 

,# ^ ^ ® ft & % n. & ^ ft m ■•■ 

16. ■ *» t it # *»J la B # . 1 5* # > ^ t t ^ ft f *^ ^ 
« ^ ^ * ft >fb ft. (N0 X ) * ^ ft 4b A (H 2 0 2 ) * ft (0 2 ) - $k ft 
(b 3 )^l m Z, ft & %L (TEOS)^ jfcL ^ ^ M - 

■ 

1 7 . ■ *» t tf # ^'J m B % 1 3Jg ^ » * + ^jt 



18. t if 4M'J ft @ £ 13^ ^ 2r & » t # * tt * - * 

(W) - IS- (Cr)> Is (Al)> 
A (Cu) - (Mo)i& _h i& ^ £■ 1 ^ ^ . • 

1 9 . *o t n 4- *\ ft m % 1 3^ 1) & > * 1 t£ w 'm. % 

ft *»J m - % m ^ & 4b # IL 4a *t $i M: m- ft ft & - J- *H /£ t*. 

W la m. % #3 # ^ #. & ^ # a 4b ^ (SiO x ) - IL 4b (SiN y ) 
& ft ft 4b ^ (SiON) ° 

• > ■ 

20. -kP t tf * #<J ft • B ^ 13^ ^^- . ' * >' t* ft 'ft ^ % fa 

n m • - € ■ «. it & 4b ^ n *s in . & M & & ' x ti[ t jst it 

& 4b ^ H fa ft U U ft & m & >b *t 0. 54R, & ij & 



21. *» t tf 4- #'J ft a % 2 0^ ^ 2r * » & -t tt t fi> 4K 

505. 500* Vi'tt ft ft feft'lb f (f e )fli A'''*' 

40%- 

2? 4o. t tf -f- *'J ft ffl # 1 3^ 3r ^ . % t « M & m m. 

M * ■ « ft a B a ^ ># « A.tt # a a a ^ >f £ ^ £,j gj ^ £ % fa 

4b ^ H ft ifc ft (PECVD)jH. m 4 # v*. ^ ^ ■• 
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2 3. *» t *fr *'J ft ffl 

a t£ & ^ ># 4fc *»J ffi 

* ^ A • 



1 3^ ^ ^ ' * t t£ M « 
I £ if & 4b * ft ft it * J 



24. ^ t #'J ft ffl * 13^ ^ ^ • ^ t4^tf,f | 

# # & ^ * *. 4b # # It. 4b # " 
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(4. swot nnft%m:%m£&m^%^%m-&g i &tf)nftir>i: 



% 1/24 I % 2/24 I 




$ 6/24 I # 7/24 I 




(4. 5«0 1 t* * H : * * It ^ » & € B a a fit # U4t 2r * 




% 21/24 i 
annum 




% 23/24 I 



% 22/2A I 

mm 




ft 



1 







-J 
Q 



Q 



Q 



CM 
CM 




AAA 



CM 
C/3 



oo 

C/3 



CM 

I 




CM 



• • • 
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CO 



I 



OO 




